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CUESTION 1 (3,3 puntos)

El rectificador de |a figura alimenta a una carga desde e, T

una red trifasica de 230V eficaces fase-neutro y 50Hz. Los e, T

tiristores del rectificador son ideales y se disparan con un —@—’IL

angulo de retraso o= 602, Existen tres cargas diferentes 18a T

gque pueden conectarse a este rectificador. l
Carga Uy

a) Para las tres cargas indicadas, dibujar la forma de onda de tensién de salida Us, calcular su valor medio y la potencia
entregada a la carga
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CUESTION 2 (3,3 puntos)

El circuito de la figura es un convertidor de-dc tipo elevador. Se v LI i 4}:
emplea para alimentar con 120V constantes una carga resistiva D I
cuyo valor oscila entre 12Qy 240, La energia proviene de una "= Ugar J& M == \Lus
bateria de 48V cuya tension, puede variar entre 30V y 50V en
funcion de su estado de carga. La frecuencia de conmutacion
del transistor MOSFET es de 100kHz. El condensador C es
suficientemente grande y no presenta rizado y la bobina
presenta una inductancia de 1mH.
a) Indicar el maximo y el minimo ciclo de trabajo del dun (S2NV D duax (2oV)
convertidor ©,5% O, 7S
b) Calcularla maxima potencia de salida y la maxima Ps lgaT
corriente media de entrada 1200~ Lo K&
¢) Caleularla méxima corriente media en el transistory | Iy In
en el diodo 2() A Ao AY
d) Calcular la méxima tension drenador-fuente en el Unm Up
transistor y la inversa del diodo \2 \/ A e
e) Calcular el maximo rizado de corriente en la bobina Al max
0,25 A
f) Calcularel valor del condensador C para que el rizado | C
de la tensidn de salida sea 1% en el peor caso 6 2, S),{ =
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Nombre: Ne Mat.:
CUESTION 3 (3,3 puntos)

La figura muestra un inversor monoféasico controlado por fase desplazamiento de fase, siendo 0 el angulo de solape.
Los interruptores del mismo son IGBTs con diodos en antiparalelo. La carga estd compuesta por una resistencia
(R=10Q2) en paralelo con una bobina (L=100pH). La tensién de entrada es una tension continua, constante, e igual a
100V. La figura 2 muestra las sefiales de disparo de los IGBTs cuya frecuencia de conmutacion es de 25kHz. Considerar
los semiconductores ideales y la corriente por la bobina con valor medio igual a cero en régimen permanente (una vez
transcurrido el transitorio de arranque).
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a) Dibujar la forma de onda de la tensién salida (Us) AR INER PR EE
en régimen permanente, indicando valores de
tension y tiempos. 2100 V il -
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b) Dibujar la corriente por la resistencia (lg), la
corriente por la bobina (1)), y la corriente de salida
(Is) en régimen permanente, indicando los valores |
de pico de la corriente + S '/7,
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c) Indica, en cada instante, por donde circula la SlA $12
corriente de salida <14 Slh
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d) Calcular la corriente media en cada | Isymep '2,5/5 Psy 7:5 N
semiconductor, y sus pérdidas de potencia para
3 P |
un 6=90¢ (10ps) Is2,mep 2.5 A Ps2 1.5 W
- Diodos (Vy=1V y rd=0Q) lssmen 3, 3S AN Ps3 Y AES V)
- 1GBT (Ucgsat=3V) Isa,meD 2, FSA Psa L 2 E A

bbymeo  {, 28 A Pp1 1,25 W
loamee 4, 2S A | Po2 1,28 w
Ip3,mep O A Pps o w
loa,mep o A Poa o R

e) Calcular el rendimiento del inversor N Pege = Lo

Pe = Sw\j\} q:qZLSG/D

f) Calcular el radiador que necesita este inversor, si | Rgaa
todos los semiconductores van montados en el
mismo y asumiendo que el régimen pulsante es de
alta frecuencia. La resistencia térmica de i © |
cualquiera de los semiconductores es 025(343,: 2/ 2@ C / i/
Rouc=0,58C/W vy la Rgcr=02C/W. La temperatura
maxima permitida en la unién del semiconductor
es de 1502C y la ambiente es de 302C.
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